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54 Dispositif d'enregistrement et de lecture d'images. 



57 L'invention conceme des dispositif 3 d'enregistrement el 
de lecture d'images dans le domaine de I'rnfrarouge. L'inven- 
tion reside dans ie fait que ies cellules eiementaires de memo.re 
sont disposees en quinconce sur un substrat semi-conducteur 
01, cheque ceJIule comportant une electrode conductrice 
transparente centrale 66 connectee a un conducteur de colon- 
ne 67 et une electrode conductrice transparente peripherique 
.69 connectee a un conducteur de rangee 70, erdansle fait que 
des electrodes de garde conductances 71 sont disposees sous- 
1 jacentes aux conducteurs de rangee et de colonne. L'invention 
' est applicable, notamment aux systemes de detection dans le 
domaine infrarouge. 



10 

o 

o 

N 
00 

o 
o 



y 



CL 

111 



0082035 



Disoositif d 1 enregistrement et de lecture d T images 



La prisente invention concerne des dispositifs 
d\ enregistrement et de lecture c' images et f plus particu- 
iierement, des dispositifs de ce type utilisables dans le 
domaine de 1 1 inf rarouge. 

Parmi les dispositifs d 1 en regis trement et de 
lecture d ! images en rayonnement infrarouge, il est connu 
d f utiliser des dispositifs a l'etat solide constitu§s 
principalement d ! un substrat semi - con ducteur ,du type N 
par exemple ,recouvert sur un cCte d'une couche isolante 
mince, et sur le cote oppose d ! une couche metallique con- 
ductrice. Des Electrodes m§talliques transparentes sont 
disposees regulierement sur la couche isolante f par exem- 
pie sous la forme d'une matrice de rangees et de colonnes 
et constituant avec la couche isolante et le nateriau semi- 
ccnducteur sous-jacent autant de cellules ou sensfcuns el§- 
mentaires d'un rayonnement infrarouge qui serait dirige 
a l'aide d'un dispositif optigue convenable sur lesdites 
electrodes. Chacune de ces Electrodes ainsi que la 'couche 
metallique du substrat comportent un contact ohmique qui 
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pennet de leur appliquer des tensions electriques. En 
choisissant des tensions electriques convenables , il est 
possible de creer dans le semi-conducteur , sous l'isolaunt 
de chacune des Electrodes transparentes , une zone de tres 
faible epaisseur dans laquelle les porters libres sont' 
moins nombreux que dans le reste du semi-conducteur . 
Cette zone "depeuplee" peut alors recevoir des charges 
generees par suite de 1' absorption de photons regus a travers 
les electrodes transparentes. La quantite de charges ainsi 
accujxiulies est alors en relation directe avec la cuantit§ 
de rayonnement regue a travers l 1 electrode. La modification des 
tensions Slectriques appliquees aux contacts des electro- 
des transparentes et de la couche mitallicue du substrat. 
permet de supprimer les zones depeuplees en donnant nais- 
sance a un courant de decharge qui circule entre 1* elec- 
trode et la couche metaliique du substrat. La mesure de 
ce courant permet de determiner la quantite de charges 
accumul§es et done la quantite de rayonnement infrarouge 
regue. 

Dans les dispositifs a l'§tat solide du type 
decrit ci-dessus, chaque §lectrode transparente , qui cor- 
respond a un senseur Slementaire ou une cellule elemen- 
taire, a des dimensions de l'ordre de 50 microns et il 
famt done grouper et assembler de nombreuses cellules 
§l§mentaires' pour obtenir un ecran et une image de 
dimensions convenables. Cependant, le nombre de cellules 
que l'on peut grouper et assembler, par exemple sous la 
forme d'une matrice de rangees et colonnes, est limite. 

En effet, avec un ecran de 1024 cellules cons- 

titue par une matrice 32x32 au pas de 5 0 microns r le 

temps d 1 enregistrement serait d'une milliseconde r dans le 
cas d'un rayonnement infrarouge, ce qui signifierait un 

temps de lecture d f une microseconde environ par cellule, 

ce qui est actuellement impossible § realiser, 

II a done ete propos§ de grouper les cellules 
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pour les operations de lecture et de lire setjuentielleinent 
chaque groupe de cellules. C'est ainsi que dans une ma- 
trice 32x32, les 32 cellules d'une rang§e sont lues simul- 
tanement en leur appliquant un signal ■ §lectrique par 1* in- 
termediate d'un conducteur de rangee connects a toutes 
les cellules d'une rangee; les signaux lus apparaissent 
sur les 3 2 conducteurs de colonne, chaque conducteur de 
colonne etant connect! a une cellule 'd'une colonne- Cette 
organisation est satisf aisante lorsque le nombre de cellu- 
les connect§es a un meme conducteur de colonne est: compris 
entre 32 et 64. En effet, d'une par;:, chaque conducteur 
de colonne a une de ses extremites qui est connectee a un 
amplifies teur dont la bande ?assante r et done le bruit, 
sera d'autant plu's grande que la f requence des signaux* 
15 lus sera grande, frequence qui sera d'autant plus grande 
que le nombre de cellules d'une colonne sera elevg. D'au- 
tre part, le signal de cheque cellule elementaire d'une 
colonne qui sera applique a 1 1 ar.pl if icateur sera d'autant 
plus faible que le nombre de cellules d'une colonne sera 
2 0 eleve par suite de 1 ' af f aiblissement du aux capacity des 
cellules de la colonne non selectionn§e poux la lecture, 
Ces deux phinomenes agissent en sens contraire en fonction 
du nombre de cellules d'une colonne determinant un nombre 
de cellules au-dessus duquel le signal lu est inf§rieur au 
25 bruit de 1 1 amplif icateur et ne peut done etre detecte. 

Actuellement , ce nombre est compris entre 32 et 64 selon 
les matrices obtenues et les caracteristiques des amplifi- 
cateurs. 

Cette organisation matricielle pax groupement 
30 des cellules d'une rangee presente egalement une limita- 
tion du nombre de cellules d'une rangee due § la constante 
de temps rSpartie des cellules elementaires qui limite le 
temps d'acces a une cellule mais cette limitation e.st 
moindre que celle due au nombre de cellules d'une colonne. 
35 Les limitations ci-dessus mentionn§es ne 
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permettent pas de realiser des dispositifs d 1 enregistxe- 
ment et de lecture d 1 images dans le spectre infrarouge 
qui donneraient des images au format, television, par 
exemple 625 lignes, ceci de.maniere a. pouvoir transferer 
I 1 image infrarouge sur un ecrande television par un 
balayage lignes. En ef f et, pour un tel transfert, le dLis- 
positif d f enregistrement et de lecture d T images dans le 
spectre infrarouge devrait comporter 625 cellules eleaen- 
taires par colonne alors cue la limitation mentionnee ci- 
dessus est comprise entre 32 et 64. 

Le but de la presente invention est done de 
realiser des dispositifs d 1 enregistrement et de lecture 
d 1 images dans le spectre infrarouge qui permettent d 1 obte- 
nir des images type format television. 

L' ob jet de la presente invention est done un 
dispositif d ! enregistrement et de lecture d' images dans 
le domaine infrarouge qui comprend un substrat en materiau 
semi-conducteur presentant deux.' faces principales opT^os§es 
paralleles , une couche conductrice recouvrant une des deux 
faces principales opposees, une premiere couche isolante 
recouvrant toute la surface de 1' autre face principale, 
une premiere plurality d'§lectrodes en materiau conducteur 
transparent, une deuxieme couche isolante recouvrant La 
premiere pluralite c 1 electrodes conductrices tranparentes 
une deuxieme pluralite d 1 electrodes en materiau conduc- 
teur transparent, chaque electrode de cette deuxieme plu- 
ralite #tant associee a une Electrode de la premiere 
plurality, une troisierae couche isolante recouvrant les 
electrodes conductrices transparentes de la deuxieme 
plurality, des conducteurs.de liaison connectant chacrun 
des groupes d 1 electrodes de la premiere pluralite a un 
amplif icateur de lecture et des conducteurs de liaison 
connectant chacun des groupes d' electrodes de la deytxieme 
plurality a un circuit d'adressage. 

Afin d'augmenter le nombre de cellules Qgaenbair e; 
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qui peuvexrt §tre grotzpes sur un mime substrat 
sans pour autant augmenter le nombre de cellules connec- 
t§es § un conducteur de liaison reli§ a un amplif icateur , 
il est propose d 1 arranger les cellules elementaires en 
quinconce et de pr§voir des moyens pour empecher les 
perturbations dues aux courants circulant dans les conduc- 
teurs de liaison, lesdits moyens peuvant comprendre des * 
§lectrodes conductrices de garde sous- jacentes auxdits 
conducteurs de liaison ou des zones d* isolation dif fusees 
dans le substrat semi-conducteur et sous- jaceirtes arsxdits 
conducteurs de liaison. 

On peut encore augmenter le nombre de cellules 
ilementaires en scincant §lectrique.-nent en deux chague 
electrode de la pluraiite qui est connectee au regisiire 
d* adressage. 

La presents invention sera mieux comprise c. la 
lecture de la description suivante c'exemples particuliers 
de realisation en relation avec les dessins dans lesguels: 

. la figure 1 est un schema tres simplifi§ et 
agrandi d'un dispositif d' enregistrement et de lecture 
& y images dans le spectre infrarouge; 

. la figure 2 est une vue agrandie, partie en 
coupe selon I 1 axe 2-2 de la figure 1, partie en perspec- 
tive, de la cellule Cll du dispositif de la figure 1; 

. les figures 3a a 3i sont des diagrammes de 
signaux d* adressage et de lecture du dispositif de la 
figure 1; 

. la figure h est un dispositif d ? enregistre- 
ment et de lecture d 1 images dans le spectre infrarouge 
r§sultant du groupement sur un meme support de guatre 
dispositifs analogues a celui decrit en relation avec la 
figure 1 ? 

. la figure 5 est un dispositif d 1 enregistre- 
ment de lecture d' images dans le "spectre infrarouge resul- 
tant du groupement sur un m§me substrat de quatre 
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dispositifs analogues a celui decrit en relation avec la 
figure 1 ; • 

. la figure 6 est une vue schematigue agrandie, 
partie en coupe, partie en perspective, d'une partie d'une 
ma trice de cellules §limentaires arrangees en quinconce ; 

. la figure 7 est une vue schematigue agrandie, 
partie en coupe, partie en perspective, d'une partie d'une 
matrice de cellules elementaires errancies en quinconce, 
chaque cellule ilementaire comportant de-ax deroi-cellules : 
. la figure 8 est un schSma tres simplifie et 
agrandi d'un dispositif d 'enregistrement et de lecture orS- 
ser.tant les caracteristiques du dispositif decrit en re- 
lation avec la figure 7 ; 

. les figures Sa I S e sont des diagrammes de 
15 signaux d'adressage et de lecture de la matrice de cellu- 
les elementaires decrite en relation avec les ficures 7 et 
8. 

La figure 1 est une representation electrigue 
. schematique tres simplifi§e ez agrandie d'un dispositif 
d' enregistrement et de lecture d' images dans le domaine 
infrarouge montrant une matrice 10 comportant m rangees 
numerot§es de 1 a m et n colonnes numerotees de l' a n de 
maniere § definir m x n cellules elementaires . Sur la 
figure, seules neuf cellules ont ete representees et por- 
tent les references Cll, C12, Clm, C21, C22, C2m, Cnl , 
Cn2 et Cnm. Comme on le decrira en relation avec la fi- 
gure 2, chaque cellule comporte une electrode d'adressa- 
ge telle que celle riferencee 11 et une ilecrtrode de 
lecture telle que celle referencee 12. Les n electrodes 
d'adressage d'une rangee sont connectees a un conducteux 
d'adressage reference Al pour la rangee 1, A.2 pour la 
rangfee 2 et Am pour la rangee m, les m conducteurs d'a- 
dressage constituant les conducteurs de sortie d'un re- 
gistre d'adressage 13. Les m electrodes de lecture d'une 
35 colonne "sont connecties a un conducteur de lecture refe- 
rence LI pour la colonne 1, L2 pour la colonne 2 et Ln 
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pour la colonne n et chaque conducteur de lecture est 
connecte a l f entr§e d'un amplif icateur de lecture re- 
f§renc§ AL1 pour la colonne 1, AL2 pour la colonne 2 
et ALn pour la colonne n. Les sorties des n amplif ica- 
teurs AL1 a ALn sont connectees a un circuit de multi- 
plexage 14 dont ie signal de sortie apparalt sur le con- 
ducteur 15, II est a noter que chaque amplif icateur AL1 
c ALn comporte e son entree un circuit d 1 echantillonnage , 
du type "§chantiiionneur-bloqueur" par exemple, qui e- i 
chantillonne le signal lu sur la cellule de la colonne 
qui a ete adressee. Af in de realiser cette operation 
d 1 echantillonnage ainsi que 1' operation de multiplexage 
mentionnee ci-dessus, les amplifies teurs et le circuit de 
multiplexage regpivent des signaux en provenance du regis 
tre d ' adressage' 13 par 1 1 intermediaire de liaisons §lec- 
triques referenc§es 16 pour 1 1 echantillonnage et 17 pour 
le multiplexage. 

La figure 2 est une vue partial le , partie en 
coupe et partie en perspective, de la cellule Cll de la 
matrice 10 , la coupe ayant eti faite selon la ligne 2-2, 
La matrice 10 se presente sous la forme d'une plaquette 
constituee d'un substrat semi-conducteur 20, de type N 
par exemple. Sur la figure 2, on n'a represente que le 
volume de substrat semi- conducteur se trouvant sous les 
electrodes de la cellule €lementaire Cll. La surface in- 
f§rieure du substrat semi-conducteur 20 est recouverte 
d f une couche metallique conductrice 21, en or par exem- 
ple, qui sert d 1 electrode de reference pour les tensions 
qui sont appliquees aux autres electrodes qui seront 
decrites ci-anres. La surface superieure du semi-conduc- 
teur 20 est entierement recouverte d'une premiere couche 
d'isolant 22, par exemple de la silice. L 1 electrode ce 
lecture 12 est en metal, en Nickel-chrome par exemple, 
et est dSposee sous la forme d'une couche mince trans* 
parente. Cette Electrode de lecture est connectee au 
conducteur de lecture LI , en Chrome-or par exemple , qui 
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est dSposS sur la mince couche isolante 22, Cette elec- 
trode 12 ainsi que la couche isolante 22 sont recouvertes 
d'une deuxieme couche isolante 23, en silice par example, 
de maniere a pouvoir deposer autour de 1 1 electrode de lec- 
ture 12, mais sans contact avec elle, 1'Siectrode c 1 adxes- 
sage 11 qui est une couche metallique mince transparente 
en Nickel-Chrome par exeirple. L 1 electrode d 1 adressage est 
connectee au conducteur d 1 adressage Al , en Chrcme-or par 
exemple, qui est depose sur la couche isolante 23. L 1 en- 
semble constitue par l'Slectrode d 1 adressage 11, le con- 
ducteur d* adressage Al et la couche isolante sous-jacente 
23 est recouvert d l une trcisieme couche isolante, en si- 
lice par exemple, non representee sur la figure 2. 

A titre indicatif, les §paisseurs des diffe- 
rents §lements decrits ci-dessus sont les suivantes : 
500 microns c 1000 microns pour le substrat ; 
. 300 Angstriins a 1000 Angstr&rs pour la couche 

metallique 21 ; 
. "700 Angstroms a 1500 Angstroms pour les 
differences couches isolantes ; 
100 Angstroms a 300 AngstrSms pour 1 'elec- 
trode d 1 adressage et 1' electrode de lecture 
300 Angstraas §• 500 Angstrfes pour les conducteurs . 
Egalement e titre indicat-if, les dimensions 
des electrodes et des conducteurs sont les suivantes r 
20 microns de cote pour une electrode de 
lecture en 'forme de carrer 
.40 microns de cote exterieur pour une electrode d'a- 

dressage ; 

. 5 microns pour les conducteurs. 
Les dimensions des electrodes indiguees ci-dessus 
peuvent varier en fonctian de leur position respective par rapport 
au substrat sachant que la surface de l 1 electrode est d'autant plus 
petite qu'elle est prcche du substrat, C'est ainsi que la surface 
de 1' electrode d 1 adressage qui, dans l'exeiple decrit, est trois 
fois sup§rieure a celle de 1 'electrode de lecture, pouxrait 
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etre egale ou m§me inf^rieure a celle de l 1 electrode de 
lecture si elle §tait disposie soit au mfime niveau que 
l 1 Electrode de lecture ou £ un niveau inferieur. 

Les figures 3a a 3i sont des diagrammes de 
signaux a dif f §rents points du dispositif d' enregistrement 
et de lecture de la figure 1. Ainsi les figures 3a §. 3c 
sont les diagrammes des signaux d'adressage appliques aux 
electrodes d'adressage des rang&es Al , A2 et Am. La figure 
3d est le diagramme des signaux qui sont appliqu§s a une 
colonne, par exemple la colonne LI. La figure 3e est le 
diagramme des signaux qui apparaissent a l r entree de 
l'amplif icateur AL1 avant l l echantillonnage- Les figures 
3f .et 3g sont les diagrammes des signaux de commande de 
1 1 echantillonneur-bloqueur disposS § I'entrSe de l'ampli- 
f icateur AL1 . La figure 3h est le diagramme des signaux 
qui apparaissent c la sortie de 1 1 §chantillonneur-bloqueur 
avant amplification. Enf in , la figure 2i est le diagramme 
des signaux qui apparaissent sur le conducteur de sortiie 
15 du circuit de multiplexage 14, la partie du signal 
pendant la dur§e de 1 1 impulsion du signal de la figure 3a 
correspondant aux signaux lus sur les differentes cellules 
de la rangee Al . On comprend que ce proc§de de lecture 
permet de lire s§guentiellement les diff§rentes cellules 
d f une rangee, Al par exemple, puis de lire ensuite les 
cellules correspondantes de la rangee suivante, A2 par 
exemple, et ainsi de suite, c ! est-a-dire une lecture 
rang§e par rang§e, ou ligne par ligne, analogue a une 
lecture par trame d'un ecran de television. 

Comme cela a ete mentionn§ ci-dessus, certains 
phenomenes conduisent S limiter le nombre m de cellules 
elementaires qui peuvent etre connectees a un meme conduc- 
teur de lecture et actuellement le nombre m ne pent depas- 
ser 64 . Pour les cellules §l§mentaires connectees & un 
m§me conducteur d'adressage, cette limitation est moindre 
et le nombre n peut atteindre et depasser 100. 
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Avec de telles limitations, on ne peut obtenir 
que des dispositifs comportant 64 rangees et 100 colonnes, 
alors que pour obtenir un format telSvision il faudrait un 
minimum de 256 rang§es et 4 00 colonnes. 

Aussi pour aboutir a ce format d* image, ou du 
mo ins a un format voisin, il est proposS de grouper les 
cellules element aires ou les matrices ce cellules elemen- 
taires de differentes maniferes. 

Ainsi sur la figure 4 , quatre matrices elemen- 
taires, dont chacune est analogue a la matrice 10 de la 
figure 1, sont groupees, selon la presente invention, sur 
un meme support 40, de maniere que les c6tes 18 et IS 
d'une matrice §iementaire, Ml par exemple, soient en 
regard, respectivement , des cotes analogues 18 et 19 dans 
deux matrices acjacentes M4 et M2. 

Les conducteurs de rang§e des matrices Ml et 
M4 sont connectes a un circuit d'acressage 13 1 t and is 
que les conducteurs de rang§es des matrices M2 et M3 
sont connectes a un circuit d'adressage 13", les regis- 
tres 13 1 et 13" Stant analogues au circuit d'adressage 13 
de la figure 1. Les conducteurs de colonne, c'est-a-dire 
de lecture, des matrices Ml et M2 sont connectes £ un 
circuit de lecture L" tancis que les conducteurs de lec- 
ture des matrices M3 et M4 sont connectees a un circuit 
de lecture L 1 , les circuits de lecture §tant analogues 
au circuit de lecture L de la figure 1 et comprenant cha- 
cun un circuit d 1 §chantillonnage et d 1 amplification par 
colonne et un circuit de multiplexage , lesdits circuits 
etant command§s par des signaux en provenance des circuits 
d'adressage 13* et 13". 

Avec un tel arrangement, on peut obtenir, a 
titre d 1 exemple, une matrice de 128 rangees et 20 0 colonnes. 

Au lieu d ! utiliser quatre matrices elementaires 
comme le montre la figure 4, c ! est-S-dire quatre matrices 
obtenues chacune a partir d'un substrat, il est propose, 
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selon la figure 5, de les obtenir I partir d'un substrat • 
unique 50 et de couper les connexions des rangees et des 
colonnes selon les axes de symetrie 51 et 52, respect! ve- 
ment. Comme dans l'exemple decrit en relation avec la 
figure 4, les conducteurs de rangee d'un c6t€ de l'axe- 
51 sont connectes au circuit d'adressage 13' tandis gue 
les conducteurs de rangee de 1' autre cote de i'axe 51 sont 
connectes au circuit d'adressage 13". De mame, les con- 
ducteurs de colonrie d'un c6te de l'axe 52 sont connectes 
au circuit de lecture L tandis cue les conducteurs de 
colonne de 1' autre c5te de l'axe 52 sont connectes au cir- 
cuit de lecture L" . 

La figure 6 represente une autre forme de grou- 
pment de cellules ilementaires selon 1' invention. Pour 
15 permettre une meilleure comprehension de la disposition des 
cellules et des conducteurs et de la maniere ce les obte- 
nir, la figure 6 est une vue, partie en coupe, partie en 
perspective, d'une partie de matrice. Cette figure fait 
apparaitre cue les diffe.rentes cellules ilementaires ne 
sent pas alignees suiva'nt des rangees et des colonnes 
mais sont arrangees en guincence, cet arrangement permet- 
tant de doubler le nombre de rangees sans augmenter le 
nombre de cellules connectees a un ampiif icateur de lec- 
ture. Pour gu'une telle matrice puisse fonctionner, il 
faut prevoir des moyens pour que les signaux d'adressage 
et de lecture des cellules disposees suivant des rangees 
et des colonnes ne perturbent pas les charges des autres 
cellules disposees en quinconce par rapport aux premieres. 
A cet effet, selon une caracteristique de la presente inven- 
tion, la matrice comporte des electrodes de garde, dispo- 
sees sous les conducteurs d'adressage et de lecture. 

Sur la figure 6, la matrice comprend un subs- 
trat semi-conducteur 60 de type N obtenu I partir d' anti- 
mcaixre d ' indium ou de tellurure de mercure- cadmium. Une 
35 couche metallique 61 est deposee sur une des faces tandis 
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qu'une premiSre couche isolante 62 est deposee sur I'airtre 
face » Des Electrodes de garde opaques 63 sent deposees 
sur la couche isolante 62 et ont la forme indiquee sur la 
figure. Ces electrodes dEfinissent des surfaces internes 
en forme cte rectangles" (ou carres) 64 qui correspondent a * 
des cellules elementaires disposees en quincence. Une 
deuxieme couche isolante 65 recouvre les Siectrrodes de 
garde 63 et les rectangles (ou carres) 64. Des electrodes 
de lecture transparentes 66 et des conducteurs de lecture 
opaques 67 ayant la forme montree sur la figure sont depo- 
ses sur la deuxidme couche isolante 65. Les Electrodes de 
lecture 66, en forme de rectangles (ou carres) sont dis- 
posees au centre des rectangles (ou carres) 64- On remar- 
quera que les conducteurs de lecture 67 d'une colonne de 
cellules coincident avec les electrodes de garde adjacen- 
tes*d , un c5te a une colonne de cellules en quinconce. C f es 
ainsi que les electrodes de lecture 67 et 67 1 coincident; 
respectivement avec les Electrodes de garde 63 et 63 f . 

Une troisieme couche isolante 6B recouvre les 
Electrodes de lecture 66, les conducteurs de lecture 67 
et la partie de la deuxieme couche isolante 65 non recou- 
verte par les electrodes de lecture et les conducteurs de 
lecture. Des electrodes d ! adressage tr an spar en-res 6 9 et de 
conducteurs d*adressage opaques 70 sent disposes sur la 
troisieme couche isolante 68 selon le dessin nontre sur 
la figure. Chaque Electrode d'adressage d'une cellule 
entoure 1" Electrode de lecture de la m§me cellule et son 
pErimetre coincide au perimetre des rectangles: (ou carres) 
64. Les Electrodes d'adressage d'une rangEe de cellules 
sent connectEes entre elles par un conducteur d'adressage 
opaque tel que celui reference 70 et les condtrcteurs 
d'adressage coincident avec les branches des electrodes 
de garde sous-jacentes telles que celles rEfErrencees 71 
et 71'. Une quatriEme couche isol'ante 71 recourvre l 1 en- 
semble des Electrodes d'adressage des conducteurs 
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d ! adressage et les espaces intermediates. 

Les mat§riaux f §paisseurs et dimensions des 
diff§rents §l§ments decrits ci-dessus en relation avec 
la figure 6 sont semblables & ceux decrits en relation 
avec l'exemple de realisation de la figure 1. Cependant', 
en ce qui concerne les electrodes de garde, elles sont en 
chrome-or, ont une epaisseur de 300 a 500 XngstrSms et 
une largeur de 10 microns environ. 

Avec un tel arrangement en quinconce des cel- 
lules elementaires, on peut obtenir, eu egard aux limi- 
tations signal€es ci~dessus, des matrices ce 128 rangees 
et 200 colonnes par exemple. Dans une telle realisation, 
les 64 conducteurs de rangee de rang impair seront par 
exemple connectes'*! un premier circuit d'acressage tan- 
cis que les 100 conducteurs de colonne de rang impair 
correspondants seront par exemple connectes a un premier 
circuit de lecture; alors, les 64 conducteurs de rang£e 
de rang pair seront connectis a un deuxieme circuit: 
c'adressage tandis que les 100 conducteurs de colonne 
de rang pair correspondents seront connectes a un 
deuxieme circuit de lecture. De cette maniere, on pourra 
lire d'aborc les rangees de rang impair, c'est-e-dire une 
demi-matrice, puis les rangees de rang pair, c 1 est-a-dire 
1* autre demi-matrice, comme lors d ! un balayage d'§cran 
de television. 

On comprenc facilement que les premier et 
deuxieme circuits fi'adressage peuvent etre reunis en un 
seul circuit d'adressage comportant 128 sorties tandis 
cue les premier et deuxieme circuits de lecture peuvent 
etre r£unis en un seul circuit de lecture comportant 
200 amplif icateurs de lecture. 

On comprend igalement gue cette lecture alter- 
n§e des rangees de rang impair puis des rangees de rang 
pair peut itre remplacee par une 'lecture sequentielle 
des rangees comme cela a §te decrit en relation avec 
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I'exemple parti culier de realisation dScrit en relation 
avec les figures 1, 2 et 3. 

Enfin, comme on l'a decrit en relation avec 
les figures 4 et 5 f on peut grouper quatre matrices du 
type de celle decrite en relation avec la figure 6, de 
maniere a obtenir une matrice de 256 rang§es et 400 
cclonnes, c 1 est-a-dire une matrice d'un format: type 
television. 

Les diagrammes des signaux d* adressage et de 
lecture d' une demi-matrice de la figure 6 sent, semblables 
a ceux d§crits en relation avec la figure 3 et ne seront 
pas decrits plus en detail ici. 

La figure 7 illustre une autre forme de reali- 
sation selon la prSsente invention c'une matri.ee sembla- 
ble £ celle illustr§e sur la figure 6 mais dans laquelle 
chague cellule elementaire est divisee en deux: demi- 
cellules qui comportent une meme electrode de lecture 
mais deux electrodes d' adressage connectees criacune a un 
conducteur d l adressage. Pour tenir compte de cette nou- 
velle structure des electrodes d 1 adressage, les Slectro- 
des de garde coincident non seulement avec les conduc- 
teurs de lecture et d f adressage mais aussi avec l f espace 
separant les electrodes d' adressage d'une meme cellule. 

Sur la figure 7, les elements identiques a 
ceux de la figure 6 portent les memes references, les 
seuls elements diff§rents §tant les branches 63 et 63 1 
des electrodes de garde, les electrodes d 1 adressage 69 
et les conducteurs d 1 adressage 70. Ainsi, les branches 
63 et 63' des Electrodes de garde prennent la. forme de 
croix 73 et 73 f , I'espace 74 entre les bras voisins de 
deux croix d'une meme rangee de cellules etan± reserve 
I l l Slectrode de lecture 66'. Chaque electrode d* adres- 
sage 69 est divisee en deux parties egales 75- et 7 6 
s§par§es par un espace 77 de l ! ordre de 5 microns. Les 
demi-electrodes d l adressage 75 d'une rang§e sont connectees 
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a un m§me conducteur d'adressage 78 qui sera de rang ; 
impair et les demi-electrodes d'adressage 76 sont con- 
nectees S un m§me conducteur d'adressage 79 qui. sera de 
rang pair, 

Les dimensions et les epaisseurs des diffe- 
rents §l§ments de la matrice de la figure 7 sont sensi- 
blement les in§ines que celles de la matrice de la figure 
6 a 1' except ion des branches 71 et 71 1 .des ilectrodes 
de garde qui sont plus larges, de I'ordre de 10-15 mi- 
crons/ pour tenir compte du fait qu 1 ils coincident avec * 
deux conducteurs d'adressage adjacents de deux rang§es 
adjacentes de cellules en guinconce. En ce qui concerne 
les branches 73 et 73 1 des §lectrodes de garde , elles 
ont une largeur de 10 microns environ. 

Avec un tel arrangement , on peut, par exem- 
pie, connecter les conducteurs de rangee de rang impair 
a un premier circuit d'adressage et connecter les con- 
- ducteurs de rangee de rang pair § un deuxieme circuit 
d'adressage. Les conducteurs de colonne sont connectfis 
a un circuit de lecture unique comportant autant. d ' am- 
plif icateurs que de colonnes , 

La figure 8 est un sch§ma analogue a celui 
de la figure 1, du dispositif decrit en relation avec la 
la figure 7. Sur ce schema, chague cellule elementaire, 
telle que Cll, est scindee en deux demi-cellules qui 
comportent une m£me electrode de lecture, telle que C11L, 
et deux electrodes d'adressage, telles que Clli pour 
celle de rang impair et Clip pour celle de rang pair, 
Les electrodes d'adressage de rang impair sont connect§es 
§ un circuit d'-adressage 83 par 1 ' intermediaire de con- 
ducteurs II & Im tandis que les electrodes d'adressage 
de rang pair sont connectees a un circuit d'adressage 
83 1 par 1 ' intermidiaire de conducteurs PI a Pm. Les 
circuits d'adressage 83 et 83' sont connect§s a 'un 
circuit de lecture LL par 1 1 intermediaire de conducteurs 
86, 87 et 88, 89, ledit circuit de lecture LL recevant 
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les signaux ae lecture des cellules par i'dlntermediaire 
des conducteurs de lecture LI a Ln. Sur le schema de 
la figure 8 , les autres el§ments sont icerrtiques a 
ceux du schema de la figure 1 . 

Les figures 9a a Se sont les c±agrammes de 
signaux qui sont appliques a des conducteurs de rangee 
successif s de la ma trice decrite en relation avec les 
figures 7. et 8 , par exemple, les conducteuurs II, 12 et 
PI, P2 de la figure 8 , tandis que la figure Se est un 
diagraiame de signaux qui sont appliques a^>: conducteurs 
de colonne. Lorsque les signaux sont & un. potentiel 
negatif -V, les cellules elementaires loc-iisees sous 
les electrodes integrent le raycnnement ir.frarouge regu 
sous la forme de cuantites de charges electricmes. • 
Lorsque les signaux appliques aux conducteurs de rangee 
passent au potential de la masse, les cuantites de char- 
ges accumulees sont transferees ~ans les cellules ele- 
mentaires localisees sous les electrodes cs lecture. 
En fin , lorsque, ensuite, les signaux appliques aux co- 
lonnes passent de -V au potentiel de la m3.sse, les 
charges accumulees sous les electrodes de lecture sont 
ecoulees sur les conducteurs de lecture, -Le signal lu 
§tant proportionnel au temps d 1 integration , c 1 est-a- 
dire le temps pendant lequel les electrodes sont 
restees au potentiel -V. C ! est ainsi que lies demi- 
cellules de la rangee impaire II sont lues au moment 
de 1* impulsion 80 de la figure Se, que les demi- cellules 
de la rang§e impaire 12 sont lues au moment de 1 1 impul- 
sion 81 , que les demi-cellules de la rangee paire PI 
sont lues au moment de 1' impulsion 92 et crue les demi- . 
cellules de la rangee paire P2 sont lues au moment de 
l 1 impulsion 93. 

L' arrangement deer it en relcwinn avec les 
figures 7, 8 et 9 permet done L sans augmemter la sur- 
face de la matrice, d'une part de doubierr le nombre de 



17 

0082035 

sites el§mentaires par division par 2 des cellules 
§16mentaires et, d' autre part, de realiser un balayage 
type television. On obtient ainsi une matrice de 256 
rangees et 200 colonnes sur un meme substrat. 

11 est clair que les matrices decrites en 
relation avec les figures 6 19 peuvent etre groupees 
selon les arrangements decrits en relation avec les 
figures 4 et 5, ce qui permet de doubler le nomhre de 
rangees et de colonnes. 

Les matrices qui viennent d'etre decrites 
sont obtenues par le depot successif de couches isolantes 
qui recouvrent toute la surface du subs-rat et de couches 
conductrices qui n'en recouvrent qu'une partie, ce qui 
•a pour consequence de creer des surepaisseurs aux 
endroits des couches conductrices et d'obtenir des 
electrodes c 1 adressage et de lecture qui ne sont pas 
au m§me nivesu comma ceia a et§ signals ci-dessus. On 
•comprend que pour 1 1 homme de 1 1 art , il est possible ce 
realiser des matrices selon la presente invention en 
mettant en oeuvre des procedes de fabrication connus de 
maniere a obtenir par exemple des electrodes d 1 adres- 
sage et de lecture au meme niveau. 

II a §t§ decrit, en relation avec les figures 
6 et 7, des matrices comportant des electrodes de garde ; 
on peut eviter d 1 avoir § recourir a des electrodes de 
garde si , par des procedes chimiques , on delimite dans 
le substrat semi-conducteur des cellules elementaires . 
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RE VEND I CAT I ON S ♦ ■ 

1. Dispositif d l enregistrement et de lecture 
damages dans le domaine infrarouge comportant un subs- 
trat en mat§riau semi -conducteur -de type K on P presen- 
tant deux faces principales opposees paraileles, une 
couche conductrice reccuvrant une des deux races orinci- 
pales oppos§es, une premiere couche isclante recouvrant 
toute la surface de I 1 autre face principale, une premiere 
plurality d 1 electrodes en mat§riau conducteT^r transparent, 
une deuxieme couche isolante recouvrant la premiere plura- 
lit§ d 1 Electrodes conductrices transparentes , une deuxi§me 
pluralite d' Electrodes en materiau conduct etar transparent 
et une troisieme couche isolante recouvrant les electro- 
des conductrices transparentes de la deuxiecze pluralite 7 
caracterise en ce que chacue electrode de la deuxieme 
pluralite est associee a une electrode de la premiere 
pluralite de maniere a constituer une cellule elementaire 
d 1 enregistrement et de lecture, en ce cue des groupes 

c' electrodes conductrices d'une meme plural±te sont con- 
nectEes entre elles par un conducteur de liaison . 

2. Dispositif selon la revendicatiion 1, carac- 
terise en ce gue les electrodes conductrices sont dispo- 
sees regulierement suivant des rancees et des colonnes, 
en ce gue les electrodes de chaque rangee de la deuxieme 
pluralite sont connectees entre elles par un premier con- 
ducteur de liaison et en ce que les electrodes de chague 
colonne de la premiere pluralite sont connectees entre 
elles par un deuxieme conducteur de liaison- 

3. Dispositif selon la revendicatiion 1 ou la 
revendication 2, caracterise en ce que les electrodes 
conductrices transparentes sont disposees de maniere que 
les cellules §lementaires d 1 enregistrement et de lecture 
soient disposees en quinconce et -suivant des rangees et 
des colonnes et en ce que des moyens sont pxevus pour que 
les courants circulant dans les conducteurs de liaison ne 
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perturbent pas le fonctionnement des cellules Sl&nentaixes. 

4. Dispositif selon I'une quelconque des revin- 
dications 1 § 3, caracterise en ce que cheque electrode 

de la deuxieme plurality est constituee de deux demi- 
Electrodes separees electriquement , chaque de mi -electrode 
etant connectee « un conducteur de liaison different du 
conducteur de liaison connecte £ 1 1 autre demi- electrode - 

5. Dispositif selon I'une quelconque des reven- 
dications 3 ou 4 , caracterise en ce que les moyens qui * 
empechent les perturbations dues aux c our ants circulant 
dans les conducteurs de liaison comprennent des electrodes 
de garde conductrices qui sont disposees sous-jacentes 
auxdits conducteurs de liaison. 

6. Disposiwif selon la reversal cation 5 r carac- 
terise en ce que lesdites electrodes de garde sont dispo- 
sees sur la premiere couche isolante et sent separees de 

la premiere pluralite d ' electrodes conductrices transparent 
tes par une troisieme couche isolante. 

7. Dispositif selon la revendication 5 ou 6, 
et suivant la disposition de la revendication 4 , caracte- 
rise en ce que les Electrodes de garde comporzent des 
branches qui sont sous-jacentes aux iignes de separation 
des demi-Slectrodes. 

8. Dispositif selon la revendication 3 ou la 
revendication 4, caracterise en ce que les moyens qui 
empechent les perturbations dues aux courants circulanr 
dans les conducteurs de liaison sont censtitues par des 
zones d 1 isolation dif fusees dans le substrat semi-conducteur , 
et ayant des contours definis par les contours peripheri- 
ques des Electrodes conductrices transparentes de la 
deuxieme pluralite. 

9. Dispositif selon l'une quelconque des 
revendications precedentes, caracteris§ en ce cue 1-a 
deuxieme couche isolante ne recouvre que les bords des 
electrodes conductrices transparentes de la premiere plu- 
rality 
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10. Dispositif selon l'une quelcorarue des revenr 
dications pr§cidentes, caracteris§ en ce cue ies conduc- 
teurs de liaison de la premiere pluralite c 1 electrodes 
conductrices transparentes sont connect§s cLacun a tin 
amplif icateur et en ce que les conducteurs de liaison 
de la deuxieme pluralite d 1 electrodes conductrices trans- 
parentes sont connectes a un circuit d 1 adressage. 
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